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Einsatz von MOS-Schreib-Lese-Speicher (RAM) in TTL-Systemen

Filr einige Einsatzfdlle reicht die Speicherkapazitét verfligbarer TTL-RAN-Bauelemente nicht aus. In
solchen Fidllen fihrt der Einsatz von MOS-Speicherbauelementen zu glnstigen und Ukonomischen LiUsungen.

Fir derartige Anwend sfille stehen die MOS-RAM’s OM 8001 (VR Bulgarien) mit einer Speicherkapazitit
von 256 Bit und U ZOSn%F‘HE) mit 1024 Bit Speicherkapazitat zur Verfligung.

Wirkungsweise:

Der Stromlaufplan (Abb. 1) zeigt als Beispiel einen 256 x 8-Bit-Speicher mit CL 80C1 Bausteinen. Die
Wortbreite kann ohne Anderung des Wirkungsprinzips beliebig veréndert werden.

In jedem Speicherbauelement wird die Information einer Bit-Stelle gespeichert. Llie Zingangsdaten der
Dateneinginge ED gelangen iiber die Eingangsgatter A1, A2 an die Lateneinginge der Speicherbauelemente.
Die Signale der Speicherausginge werden ilber die Ausgangsgatter A5, A6 an die watenzusginge 2D ge-
geben und stehen dort mit TTL-Pegelnorm zur Verfilgung.

Die Speicheradresse gelangt iiber die Gatter A3, A4 an alle Adrelleingénge A der Speicherschezltkreise.
Die Pegelanpassung der Ein- und Ausgangsschaltungen arbeiten nach dem in L.54/t. beschriebenen Prinzip.

Fir den Lesebetrieb (Informationsausgabe) ist lediglich die Adresse der zu lesenden Speicherzellen an
die Adreflleinginge zu legen.

Bei Schreibbetrieb (Informationseingabe) st nach dem Anlegen der Adresse fiur die zu beschreibenie
Speicherzelle noch ein Schreibimpuls dem W-Eingang zuzufiihren., Der aktive Zustand des Schreibimpulses
ist der L-Pegel. Die Informationsiibernahme erfolgt an der Riickflanke (fir CM 8001).

Zeitbedin en:

Im Lesebetrieb sind die an den Datenausgingen AD ausgegebenen Laten nach tp < 1,5 us nech einem Aarek-
wechsel giiltig (4bb. 2). Die alte Information bleibt mindestens fir ty 2 58 ns nach einem Adrelwechsel
erhalten.

Pilr den Schreibbetrieb ist die Speicheradresse mindestens typ 2 0,3 us vor der HL-Flanke des Schreib-
impulses W an die Adreleingénge zu legen (Abb. 3). Sie darf frihestens tyy > 0,1 ps nach der LH-Flanke
des Schreibimpulses gedndert werden.

Die Bingangsdaten EDj missen mindestens im Zeitraum tpy > 0,3 us und tg“ > 0,1 ps (beide bezogen auf
die IH-Flanke des Schreibimpulses) stabil sein. Diese Forderung ist jedoch eine Minimalforderung.
Daten konnen an der Schaltung beliebig lange anliegen.
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